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Summaries

D. Plewa, R. Koztowski, P. Kaminski

NICKEL DIFFUSION DURING THE GROWTH OF EPITAXIAL SILI-
CON

A two-dimensional model for calculation of nickel concentration in silicon epita-
xial layers is presented. The calculations are performed under assumption that the
metal source is in the shape of stripe located on the back side of substrate. The effect
of Ni concentration on the concentration of deep-level defects detected by deep level
transient spectroscopy is discussed.

J. Sass

THE POSSIBILITY OF APPLICATION OF HIGH RESOLUTION X-
RAY DIFFRACTION FOR DETERMINATION THE STRUCTURAL
PARAMETERS OF EPILAYERS AND SUPERLATTICES

Charakterization of epitaxial layers and superlattices consists in the precise mea-
surement of many structural parameters. The high-resolution X-Ray diffraction is a
powerful tool for investigation of them. X-ray diffraction phenomena in epilayers
and superlattices for A"BY semiconductor compounds are presented in symmetrical
and asymmetrical cases. The features of perfect epilayer and superlattice are discu-
sed. A special attention is payed for investigation of stress relaxation mechanizm by
means of high-resolution X-Ray diffraction. The determination of epilayer (superlat-
tice) thicknes is discussed. The influence of X-Ray angular distribution J(0), and
spectral dispersion on FWHM is presented in the case of the diffractometer with a
monochromator.
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M. Wijcik, J. Gaca

THE INVESTIGATION OF THE NON-IDEAL STRUCTURE OF
THE GaAs(P)/GaAs SUPERLATTICE BY MEANS OF XRD TECHNI-
QUE

The paper is devoted to a two dimensional X-ray diffraction study of non-ideal
GaAs(P)/GaAs superlattice showing the broadening of satellite reflections which lie
on a line making a small constant angle with the [001] reciprocal lattice rod contai-
ning the nodal reflection. This additional broadenning is due to nonzero lateral
gradient of the phosphorus concentration - dp/dy - which implies dividing crystal
volume into coherent scattering domains.

L. Kociszewski, R. Stepiefi, D. Pysz

ELABORATION OF THE FIBER OPTIC IMAGE GUIDE RODS
MANUFACTURING METHOD

The advantages of the endoscope made by the use of a rigid fiber optic image
guide rod have been presented.

It has been worked out and manufactured the special optical glass with high
contents of ZrO, for the cores of the fiber optic rods 2 and multirods. The consecu-
tive technological operations of the ultrathin fiber optic image guide rods manufac-
turing have been developed. The lot of rods with 2 mm in diameter and 1000 mm in
length has been manufactured. Their ability to high resolution image guiding has
been investigated.

The usefulness of the rods to design of the new generation of the needle fiber
optic rod microendoscopes has been stated.
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Copepxanusn

1. [nesa, P. Koznoscku, [1. Kamnnbcku

ANO®Y3HA HUKEJIA B MPOUECCE POCTA KPEMHHEB bIX
IMUTAKCHAJIBHBIX IVIEHOK

B paGore omnmcansl fABAEHUA CBA3aHHbIE C AUPQY3HUEN HUKed BO BPEMA pocTa
KPEMHUEBBIX MUTAKCHAJIBHBIX MIEHOK. [IpuHUMas, 4T0 ucTouHNK AUPQPY3UN MeTasia
B ()OPMeE MOJIOCKHM HAXOUUTCA Ha HUZAKHEil IOBEPXHOCTH MOLIOAKH, PACCUUTAHO pacipe-
jiesieniie KOHIEHTPaii HUKEA B MIIOCKOCTH TepleauKyIapHOil K JHHUKM MCTOUHMKA.
[IpoBenén anaam3 BAMAHNA KOHIEHTapauMu HUKEJA HA KOHUEHTpauuio riaybokux
jedeKTHbIX HeHTPOB, HaGM0JaeMbIX C MOMOIUIBI0O HECTAUMOHAPHON EMKOCTHOII
CNeKTPOCKOMUN,

. Cacc

AHAJIH3 BO3MO2KHOCTH ITPUMEHEHUA
BbICOKOPA3PEIIAIOIIEH PEHTTEHOB CKOM
JUOPAKTOMETPHH ITPH HCCJIETOBAHHH CTPYKTYPHBIX
[MMAPAMETPOB 3MHTAKCHAJIBHBIX IIJIEHOK N
CBEPXPEHIETOK

XapakTepusanus dNUTaKCHAJIbHBIX MIEHOK 1 CBEPXPEIETOK OCHOBaHA Ha TOMHBIX
U3MEpeHUAX Pa3iNIHbIX CTPYKTYPHBIX Xapaktepuctuk. Haubonee moaxonsmum s
nojyueHnss HeoOXOUMMbIX XapaKTepuUCTHK ABJIAETCA METO] BbICOKOpa3pemaloiiei
andpaktomerpun. Onicanpl XapakTepuCTHKH PEHTTEHOBCKO AnQpakiuy dMuTak-
CHAJBHBIX TUIEHOK M CBEPXPEl&TOK MOJyNpPOBOIHNKOBLIX coennnennit A'"BY B
CHMMMETPHUHBIX 1 acuMMeTpHiunbIX peduiekcax. O6cyxienbl 0COOEHHOCTH niealbHbIX
snnrakcun u ceepxpemérki. Ocoboe BuiManne 06 paieHo Ha METO1bl HCCIIeI0BaHUA C
MOMOILIO BLICOKOpa3peualoueil peHTreHoBCKON audpakTOMETPUN MexaHu3Ma
penakcauun Hanpaxennit. O6cy & 1enbl u3MepeHns TOIINHbI AMUTAKCHAIBHBIX MIEHOK
W CBEPXPEIIETOK iiA CUMMETPHUHBbIX oTpakenuit. O6cyKueHo BIAMAHNE YTIOBOTO
pacnpenesnenus uziayuenus [(©) M cnekTpajibHON AMCNEPCUN HA WMPHHY KPHUBOI
OTpaKeHus B AMPPaKTOMETPE C MOHOXPOMATOPOM.
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M. Byiiunk, fl. Nana.

NCCJIEJOBAHIE HEHJIEAJILHOI CTPYKTYPbBI
CBEPXPEHIETKH GaAs(P)/GaAs C IOMOIIbIO PEHTTEHOBCKOI'O
JANOPAKHNOHHOI'O AHAJIN3A

PazpaGorana kunematuueckasn Teopus 1MQpPaKuMn peHTTEHOBCKOTO W31y YeHUs LA
Heuiea bHOM CTPYKTYPbI MOJIYINPOBOAHUKOBBIX cBepxpewéTok. VccaenoBana cepx-
pewérka GaAs(P)/GaAs. Xopouioe coBna/ieHie TeopeTniecknx U IKCIepuMenTaibHbIX
pe3yJIbTaToB MOJyYeHo anA rpaguenta 7.4%¥10°5 A npu neruposanun Gochopom.

JI. Kounmesckn, P. Cremnens, 1. [Nbim

PABPABOTKA METO/JA H3TOTOBJIEHUA YJIbTPATOHKHUX
ObPA30OBO/IHBIX CTEKJIOBOJIOKOHHBIX IIPYTKOB

[lpeacraBiensbl 1OCTOMHCTBA HIOCKONA M3rOTOBJIEHHOTO C WCHOJb30BaHMEM
YJIbTPATOHKOTO CTEKJOBOJOKOHHOTO 06Pa30BOIAHOIO MPYTKa.

PazpaGorano u M3roToBJEHO CrenHaJbHOE ONTHYECKOE CTEKJO C BBICOKMM
conepxanuem ZrO, npeanasnauennoe Ha cepiaueBuny cBetoBoioB. OcBoen psi
MOCJIEN0BATENbHbIX TEXHOJIOTHIECKNX ONepaluil U3rOTOBJIEHUA TOHKHMX IPYTKOBBIX
00pa3oBoJIoB.

Ilpurorosnena naprusa npyrkos auamerpom 2mm u utHoit 10 1000 mm.

ObGnapyxena BbICOKas pa3pelaioman ciocoGHOCTh 3TUX 06 pa3060 1HbIX MPYTKOB,
Jenanas ux MpUroAHbIMM B KOHCTPYMPOBAHUM MUKPO3HIOCKONOB WUIrI006pa3Horo
THMNa.
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NOWE SZKLA 1 WYROBY SZKLANE

W nowoczesnych wyrobach optycznych, elektronicznych oraz elekrotechiicz-
nych szeroko sa wykorzystywane réznego rodzaju szkfa.

Lampy elektronowe, elementy pétprzewodnikowe, uktady scalone, a przede wszy-
stkim §wiattowody to wyroby elektroniczne i optyczne wymagajace stosowania szkiet
o specjalnych cechach uzytkowych i wiasciwosciach.

W Osrodku Naukowo Produkcyjnym Materiatéw Péprzewodnikowych, z ktérego
wywodzi si¢ ITME zajmowano si¢ technologia szkta i wyrobéw szklanych. Podjeto
tez prace badawczo- rozwojowe dotyczace inzynierii materiatéw szklistych dla po-
trzeb telewizji i obronnosci. W koncu lat 70 - tych i w latach osiemdziesiatych
rozwigzywano pionierskie w skali krajowej problemy wytwarzania elementéw do
kineskopéw TVC (wsporniki montazowe do wyrzutni elektronéw) i $wiattowodo-
wych ptytek widknistych do elektronicznych lamp wzmacniaczy obrazu. Poczatkowo
skromna infrastruktura laboratoryjna szybko zmienita swoja jakos¢, stosownie do
postawionych zadan. Efektem prac bylo wdrozenie w 1981 r produkcji pretéw mon-
tazowych do kineskopéw TVC dla ZKK POLKOLOR, eliminujace znaczng czg¢s¢
importu z USA, opracowanie ptytek wiéknistych do wszystkich generacji wzmacnia-
czy obrazu (w tym takze ptytek a-67 pod fotokatod¢ z arsenku galu) oraz opanowa-
nie technologii wytwarzania szkla optycznego na potrzeby optyki konwencjonalne;j
(m. in. dla Przemystowego Centrum OptyKki).

Powotana w ITME Samodzielna Pracownia Szkiet dysponuje aktualnie szeregiem
wysoko specjalizowanych, czgsto unikatowych, urzadzen badawczych, technologicz-
nych i pomiarowych, takich jak :

- piec indukcyjny do wytapiania szkia o duzej jednorodnosci w tyglu platynowym
(4 dcm?) z uzyciem platynowego mieszadta,

- r6znego typu piece elektryczne do topienia i wygrzewania szkiet w matych po-
rcjach (w tym wielokomorowe - do odprezania szkta),

- nowoczesne zestawy urzadzen (“wieze”) do wyciagania pretéw szklanych i widkien
optycznych.

- urzadzenia typu “mate wieze" przeznaczone do rozciagania, profilowania i ka-
librowania rur szklanych,

- wysoko specjalizowane maszyny do mechanicznej obrébki szkta (cigcia, zaokra-
zania, szlifowania i polerowania ),

- wysokotemperaturowa i wysokocisnieniowa prasa izostatyczna,
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- wyposazenie do wytwarzania grubosciennych rur szklanych (w tym ze szkta czar-
nego) oraz ich przetwarzania (pod wzgledem ksztattu, Srednicy, grubosci $cian,
dtugosci itp.).

Opracowania i wyroby Pracowni Szkiet uzytkowane sa w medycynie, teleko-
munikacji, technice laserowej i oswietleniowej a nawet w badaniach biologicznych.

Wsrod wielu efektéw prac, przedstawionych w zataczonych kartach katalogo-
wych wyrobow, warto zwrdci¢ uwage na nastgpujace wyroby wytwarzane w Pracowni
Szkiet i bedace przedmiotem sprzedazy:

* Swiattowody ze szkiet krzemionkowych typu PCS i kable swiattowodowe do prze-

noszenia promieniowania laserowego duzej mocy,

* S$wiattowody i kable §wiattowodowe do czujnikéw sygnalizacyjnych (dla komu-

nikacji kolejowej i motoryzacyjnej),

* $wiattowodowe konicéwki do lamp stomatologicznych i aplikatory do aparatury

leczniczej wykorzystujacej Swiatto laserowe,

* Swiatlowodowe struktury obrazowodowe do endoskopéw medycznych i technicz-

nych,

* réznorodne §wiattowodowe struktury zintegrowane, w tym:

- skonstruowane dla potrzeb przesytania Swiatla laserowego przy zabiegach le-
czenia narzagdéw ruchu (prysznice, grzebienie laserowe),

- 0 zdolnosciach zmiany rozmiaréw obserwowanego obrazu(np. fokony umozli-
wiajace sprzgganie toru wizyjnego z obrazem rzeczywistym za pomocg Czuj-
nika CCD),

- umozliwiajace przewodzenie wigzki promieniowania duzej mocy,

* szklane prety montazowe do lamp rtgciowych wysokiej mocy,

* filtry szklane do lamp operacyjnych,

* filtry typu V(L) do badaf wzrostu roslin.

Obecnie prace naukowo-badawcze Pracowni Szkiet skoncentrowane sa na no-
wych technologiach szkiet elektronicznych i optycznych z zakresu szeroko pojetej
technologii Swiattowodowej optyki wtdknistej, w szczegdlnosci na potrzeby medycy-
ny (endoskopy igtowe dla mikrochirurgii, koagulatory chirurgiczne, noze chirurgicz-
ne, elementy tomografii komputerowej itp.). Rozpocz¢to réwniez prace badawcze
zmierzajace do opanowania technologii wytwarzania aktywnych szkiet fluorkowych.

L. Kociszewski, R. Stepien, A. Tumanski
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SZKLANE FILTRY OPTYCZNE

Charakterystyka materialu

Wieloskladnikowe szkia krzemianowe i fosfo-
ranowe barwione tlankami metali przejsciowych.

Dane techniczne

Charakterystyka optyczna:
* Filtr typu "KG-5"

- zakres maksymalnej transmisji:
A = 350 +600 nm
(okolo 80 % dla grubosci 1 mm)

- progi absorpcji (0 % transmisji):
krétkofalowy: 275 nm
dlugofalowy: 850 nm

* Filtr typu "V (A)"
- zakres maksymalnej transmisji:
A = 540 : 550 nm
{ 68 % dla gruboéci 1 mm)
- progi absorpcji:
krétkofalowy: 370 nm
dlugofalowy: 820 nm

* Filtr typu "BG - 38"
- zakres maksymalnej transmisji
A = 350+ 500 nm
lokolo 90% dla A =480 nm i grubosci 1mm)
- progi absorpcji:

* Filtr typu "IRF-06"
- zakres maksymalnej transmisji:
A = 500+520 nm
(88% dla A = 510 nm i grubosci 1Tmm)
- progi absorpcji:
krétkofalowy:
diugofalowy:

300 nm
800 nm

* Filtr szary typu "EMA-114/IIB"
odcinajacy zakres widzialny i przepuszczajacy
bliska podczerwieni (powyzej 750 nm);

max 10 % dla A = 400 nm

min 60 % dla A = 900 nm (grubo$¢ 0,5 mm)

* Filtr niebiesko-fioletowy typu BG-1
odcinajacy zakres widzialny i przepuszczajacy bliski
ultrafiolet i bliskg podczerwier:

min B5% dla A = 340 nm

max 20% dla A = 450 +600 nm

min B0% dla A = 750 nm

min 70% dla A = 900 nm

(dla grubosci 0,5 mm)

Zastosowania

Korekcja ogniw fotowoltaicznych,

QOchrona przed promieniowaniem laserowym oraz
wysokoenergetycznym promieniowaniem jonizujacym
Okienka dla fotodiod w detektorach podczerwieni.

krétkofalowy: 300 nm
diugofalowy: 850 nm UWAGI:
Dostawa w ciggu 1+ 2 miesiecy od daty zamdéwienia
100
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Rys. 1. Krzywe przepuszczalnosci §wiatta optycznego filtréw szklanych wytwarzanych w ITME

(Z-10).
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SZKLA OPTYCZNE

Charakterystyka materialu
Wielosktadnikowe szkla krzemianowe
Dane techniczne

- Wspdiczynnik zafamania §wiatla n, w zakresie

1.48 + 1.85
- Postaé: bloki o wymiarach:
max 500+200+60 mm;

prety o $rednicy: max 50 mm
i dlugo$ci: max 500 mm

Zastosowanie

- Elementy optyczne optyki konwencjonalnej
(soczewki, pryzmaty, ptytki),

- Praty s2kla rdzeniowego do wytwarzania witkien
optycznych i obrazowodowej optyki wiéknistej,
Szkta plaszczowe (karowe) we widknach
aptycznych.

UWAGI:
- Dostawa w ciagu 2 miesiqcy od daty zaméwiania.

1M |

RURY | KAPILARY SZKLANE]

Charakterystyka materialu

Wieloskladnikowe szkla krzemianowe
(ofowiowe, boranowe, sodowo-wapniowe)

Dane techniczne

Srednica zewngtrzna 1+40 mm 2z tolerancja
+ 0.1 mm, dlugo$€ do 1300 mm.
Przekréj poprzeczny profilowany (kwadratowy,
prostokatny szedcio- oSmiokatny iin)

Zastosowania

- Wytwarzanie plytki widknistej

- Analizy medyczne

- Przemyst elektroniczny
Technika laboratoryjna

UWAGI:
Dostawa w ciagu 2 miesigcy od daty zamdéwienia

Rys. 1. Rura szklana formowana r6znymi me-

todami: odlewania (z lewej), profilowa-
nia i kalibrowania (z prawej).
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SWIATLOWODOWY PRZETWORNIK OBRAZU (TAPER, FOKON)

IT™VE

Charakterystyka materiatu Zastosowanie
Obrazowodowa optyka widknista zbudowana - Element sprzegajacy lampg elektronicznego
2 wieloskladnikowych szkiet typu: wzmacniacza obrazu z czujnikiam CCD kamery TV
1- lantanowego cigzkiego flintu, - Elektroniczne przetwarzanie obrazu w urza-
2 - borowego lekkiego kranu dzeniach diagnostycznych i kontrolnych
3- borowokrzemianowego barwionego - Przenosne aparaty radiograficzne
tlenkami metali przejciowych - "Lupa” éwiatlowodowa dla 0s6b slabo widzacych
- Ekrany powigkszajace miniaturowych lamp
Dane techniczne oscyloskopowych i
- Koncentratory $wiatta
- Srednica widkna: na szerokim korficu 10 ym - Elementy zmnisjszajace lub zwiqkszajace rozbiez-
na waskim koricu 5 + 7 ym no$é wiazki $wiatla
- Rozdzielczos¢: 60 pl/mm + BO pl/mm
- Powigkszenie - pomniejszenie; UWAGI:
1.5 + 2 razy Dostawa w ciagu 3 miesigqcy od daty zamoéwienia

- Apertura numeryczna (teoretyczna) NA:
0.5 albo 1.0 {na zyczenie zamawiajacego)
- Srednica powierzchni czolowej: da 25 mm
- Wspéiczynnik rozszerzalnosci ciepinej:
67 albo 90+2+107 K™ dla zakresu 20 +300°C
- Obecno$¢ szkia absorpcyjnego EMA:
tak lub nie (na zyczenie) a b

Rys. 1. Przyktady wykonania fakonéw: a) wyglad zewne¢trzny, b) zasada dziatania.

$wiatlowodowy przetwornik obrazu

(
=8
=

Rys. 2. Swiattowodowy przetwornik obrazu
jako element sprzegajacy lampe elektro-
nicznego wzmacniacza obrazu z czuj-

\ \ nikiem CCD kamery TV.
Ptytka katodowa ni
z optyki widknistej MCP Plytka a,fﬁ:‘,,,?";k £e

z optyki widknistej
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KOKNCOWKI SWIATLOWODOWE DO LASEROW | LAMP STOMATOLOGICZNYCH (TIPS)

Charakterystyka materiatu

Pretowy obrazowdd wi6knisty wytworzony z
wieloskladnikowych szkiel krzemianowych
(cyrkonowego oraz sodawo-wapniowega)

Dane techniczne

5+10 mm

typowa BO+ 120 mm (lub na

zyczenie zamawiajacego)

- prosty

- zagiety pod katem 0°; 30°%

45°; 60°; 90° 180° (lub

innym na zyczenie)

- dodatkowo pocieniany stozkowo na koricu na od-
cinku 30 mm do $rednicy 2mm

- Srednica elementarnego wilékna optycznego
(piksela) 100+200 ym

- Srednica prata:
- Diugosé:

- Ksztatt preta:

- Apertura numeryczna (tearetyczna) NA =0.55
kat aperturowy 20 = 66°

- Zewngtrzna izolacja optyczna ze szkla czarnego
EMA, szkia z6ttego lub bez izolacji

- Oprawka metalowa ze stali nierdzewnej lub
mosigdzu (0 wymiarach zgodnych z wymaganiami
technicznymi zamawiajacego).

Zastosowania

- Lampy stomatologiczne do na§wiatlania polimery-
zacyjnych uzupelnieri zebowych

- Lecznictwo $wiatlem laserowym [m.in. akupun-
ktura, biostymulacja, zabiegi kosmetyczne)

UWAGI:

Dostawa w ciggu 1 miesigca od daty zamowienia

Rys. 1. Przyktad wykonania koficéwek Swiattowodowych oraz charakterystyka spektralna ofe-
rowanych przez ITME (Z-10) filtréw do polimeryzacyjnych lamp stomatologicznych.

http://rcin.org.pl
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SWIATLOWODOWE PRETY OBRAZOWODOWE DO ENDOSKOPOW IGLOWYCH

ITVE

Charakterystyka materialu

Prqty zbudowane s3 z wiazki rdwnolegle
ulozonych $wiattowod6w, ktérych rdzenie wykonane
s3 ze szkla o duzej transparencji umozliwiajacej
optymaine przekazywanie obrazu.

Poszczegdlne swiatfowody posiadaja dodatkowy
plaszcz szklany ze szkia czarnego (EMA) eliminujacy

przecieki $wiatla pomiedzy poszczegdSinymi
$wiatlowodami.

Dane techniczne

- Srednica preta 1+10 mm

- Diugos¢ do 400 mm

- Czola pretéw polerowane
- Srednica poszczegéinego $wiattowodu (piksela)
10 pm
- Rozdzielczos¢ > 50 pl/mm
Mozliwoéé wykonania praqtéw zgigtych pod
zadanym katem.
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Zastosowanie

W konstrukcji endoskaopdéw sztywnych (pretowych)
o zminimalizowanej $rednicy.

UWAGI:
Dostawa w ciagu 2 miesiqcy od daty zamdéwiania.
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ITVE |

SWIATLOWODOWE WLOKNA OPTYCZNE TYPU PCS

Charakterystyka materialu

Swiattowodowe WiGkna optyczne, kidrych rdzen
stanowi szklo krzemionkowe o optymalnej transmisji.
WIékna posiadajg korg z tworzywa sztucznego
(zywica silikonowa) oraz plaszcz zabezpieczajgcy,
zwigkszajgcy wytrzymalosé mechaniczng.

Dane techniczne

- Srednica rdzenia: 50 - 1000 ym (na
Zqdanie zamawiajgcego)
- Thumiennosé: < 10 dB/km

- Zdolnosé przenoszenia mocy $wiatla lasera do

2.0 kW (w zaleznoéci od rodzaju promieniowania)
- Diugosé maksymalna do 2000 m
- Przepuszczalnos¢ spektralna 200 + 3500 nm
- Mozliwoéé okablowania widkna

Zastosowanle

- Przesylanie swiatla, w tym réwniez swiatta lasera

- Telekomunikacja lokalna

- Uklady sygnalizacyjne

- Kable do przesylania promieniowania laserowego
duzej mocy (akupunktura, "noze" chirurgiczne,
zabiegi kosmetyczne, itp)

- Wykorzystanie wigzek (kabli) przenoszgcych pro-
mieniowanie ultrafioletowe lub podczerwone w
zastosowaniach specjalnych

UWAGI:

Dostawa w ciagu 3 miesigcy od daty zamdwienia.

ME I PLYTKI Z OPTYKI WLOKNISTEJ DO ELEKTRONICZNYCH WZMACNIACZY OBRAZU (EWO}

Charakterystyka materiatu

Plytka zbudowana jest z proznioszczelnej wigzki

réwnolegle ulozonych swiatlowodow, ktdrych rdzenie
wykonane sg ze szkla o wysokim wspdtczynniku
zalamania Swiatta (n>1.8).
Poszczegdlne swiatlowody posiadajg dodatkowy
ptaszcz szklany ze szkla czarnego eliminujgcy przecie-
ki éwiatla pomigdzy poszczegdlnymi $wiatltowodami
(EMA).

Dane techniczne

- Srednica plytki do 35 mm (pozostate wymiary
i ksztalt wg wymagan)

- Prdznioszczelno$é <1210"'° Paxm’ss™

- Rozdzielczosé >80 pl/mm
Apertura numeryczna (teoretyczna) NA> 1
Srednica indywidualnego &wiatlowodu (piksela)
<6 um

- Wspélczrnnik rozszerzalnosci termicznej:

o[+107K"'] dla zakresu temp. 293 +~ 723 K
Typ I: 0=67+2
Typ Il 0=80+2

Zastosowanie

Okna czolowe (wejsciowe i wyjsciowe) lamp elektro-
nicznych wzmacniaczy obrazu | - lll generacji

UWAGI:

Dostawa w ciggu 3 miesigcy od daty zamowienia
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PRACE DOKTORSKIE PRACOWNIKOW ITME

dr Maria Palczewska
Instytut Technologii Materiatéw Elektronicznych
Zaktad Unikalnych Metod Pomiarowych

Promotor: prof. dr hab. Maria Kaminska
Recenzenci: prof. dr hab. Aleksandra Sokotowska
prof. dr hab. Andrzej Jelefiski

Stopien doktora nauk technicznych w zakresie inzynierii materialowe;j
zostat nadany w dniu 22.11.1994 r.
w Instytucie Technologii Materiatéw Elektronicznych

Tytut rozprawy: Wykorzystanie metody ESR do charakteryzacji defektow
paramagnetycznych w pétprzewodnikowych krysztatach na-
lezacych do grupy A™BY.

W pracy wykazano, ze metastabilne zachowanie defektu antystrukturalnego arse-
nu As_ , zalezy od sposobu jego powstawania w arsenku galu i jest rézne w krysztatach
GaAs bezposrednio po wzroscie, napromieniowanych neutronami i hodowanych me-
todg MBE w niskich temperaturach. Podobne obserwacje takze uzyskali inni autorzy
w krysztatach deformowanych plastycznic 1 napromicniowanych clcktronami. Obser-
wowane réznice wiasnosci defektu As; opisywano w literaturze w oparciu o dwa
rownorzedne modele. W pierwszym przyjmujac powstawanie defektu w wyniku
napromieniowania o innej budowie mikroskopowej anizeli defekt powstajacy w trak-
cie wzrostu krysztalu. W drugim zaktadajac, ze brak, badZ zmiana wtasciwosci
metastabilnych spowodowana jest przez lokalne naprgzenia w bezposrednim otocze-
niu defektu.

Rozstrzygnigcie, ktéry z opisanych modeli jest poprawny w przypadku GaAs nie
jest mozliwe, poniewaz w widmie ESR defektu As_ nie jest widoczne rozszczepie-
nie linii rezonansowych wywotane przez oddziatywanie spinu elektronu ze spinami
jader jego najblizszych sasiadow. Rozszczepienie to obserwowane jest dla defektu
antystrukturalnego fosforu P, w krysztatach GaP.

W pracy podjeto prébe odpowiedzi na pytanie, ktéry z wymienionych wyzej
modeli poprawnie tlumaczy przyczyne obserwowanych réznic we wiasciwosciach
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- defektéw zaleznych od sposobu ich powstawania. W tym celu przeprowadzono do-
ktadne pomiary ESR probek GaP przed i po napromieniowaniu ich neutronami,
otrzymane wyniki s3 przedmiotem pracy.

Uzyskane rezultaty pozwalaja stwierdzié, ze defekty antystrukturalnego fosforu
powstajace wskutek napromieniowania neutronami krysztatéw GaP maja taka sama
symetri¢ swego najblizszego otoczenia, jaka wystepuje w objetosciowych krysztatach
bezposrednio po wzroscie: cztery atomy fosforu w narozach tetraedru. Jest to wazki
eksperymentalny argument przemawiajacy za przyjeciem modelu naprezen lokalnych
stuzacym do wyjasnienia obserwowanych réznic, w metastabilnych zachowaniach
defektu antystrukturalnego arsenu w krysztatach GaAs.

W krysztatach napromieniowanych neutronami obserwowano, po raz pierwszy
bezposrednio po napromieniowaniu, defekty WA1. Otrzymane wyniki eksperymental-
ne pozwalaja przypisa¢ widmo WA1 kompleksowi zawierajacemu defekt antystruktu-
ralnego galu, Ga,. Taka identyfikacj¢ zaproponowano wczesniej dla bardzo podobnie
wygladajacego widma ESR obserwowanego w plastycznie deformowanych krysztatach
GaAs i GaP. Przeprowadzone pomiary foto-ESR pozwolity okresli¢ potozenie para-
magnetycznego poziomu Ga, ™, w przerwie energetycznej krysztalow GaP: 1.2 eV
powyzej pasma walencyjnego.

Amplituda defektu antystrukturalnego fosforu w krysztatach GaP napromienio-
wanych neutronami rosta ze wzrostem temperatury prébki. To nietypowe w ekspery-
mentach ESR zachowanie wyjasnione zostalo w przedstawionej pracy przez zmiany
obsadzenia paramagnetycznego poziomu P *** przy wzroscie temperatury dla pozio-
mu Fermiego potozonego ponizej poziomu P, ***, ale powzej Ga,™.

W pracy uzupetniono obliczenia izotropowych statych oddziatywania nadsubtel-
nego (tzw. oddziatywania kontaktowego) dla niektérych swobodnych atoméw two-
rzacych pétprzewodniki grupy A"BY. Oszacowano takze wielkosci statych oddziaty-
wania nadsubtelnego dla dwdch, dotychczas nieobserwowanych eksperymentalnie
anionowych defektéw antystrukturalnych azotu i bizmutu.

Pomiary wielu krysztatéw GaAs pozwolily na selekcje prébek o r6znych koncen-
tracjach defektéw typu FR. Ich pomiary innymi metodami (wykonanymi we wspétpra-
cy z Zakitadem Fizyki Ciata Statego Instytutu Fizyki Doswiadczalnej Uniwersytetu
Warszawskiego) pozwolity znaleZ¢ widmo absorpcji zwigzane z fotojonizacja defektu
FR1 z progiem fotojonizacji 0.19 eV oraz przypisa¢ pasma obserwowane wczesniej
w widmie luminescencji i piki w termicznie stymulowanym pradzie obecnosci w kry-
sztale GaAs defektéw typu FR.
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dr inz. Anna Wehr
Instytut Technologii Materiatéw Elektronicznych
Samodzielna Pracownia Metali

Promotor: doc. dr hab. inz. Jan Kowalczyk
Rccenzenci:  prof. dr hab. inz. Wojcicch Przetakicwicz
prof. dr hab. inz. Jerzy Wyrzykowski

Stopien doktora nauk technicznych w zakresie inzynierii materialowej
zostat nadany w dniu 22.11.1994 r.
w Instytucie Technologii Materiatéw Elektronicznych

Tytut rozprawy: MiedZz jako modyfikator oddzialywania miedzyfazowego
w procesie wytwarzania materialu srebro-nikiel o mikrostruk-
turze wioknistej.

Celem pracy bylo wytworzenie materiatu srebro-nikiel o mikrostrukturze widékni-
stej, w ktérym jakos$¢ ztaczy miedzyfazowych zapewnia osiagnigcie zaréwno do-
brych witasciwosci stykowych, jak i plastycznych. W pracy zaproponowano orygi-
nalng metoda uzyskania dobrych wig¢zi miedzyfazowych w materiale srebro-nikiel,
wytworzonym metodami metalurgii proszkéw w potaczeniu z obrébka plastyczng.
Jest to metoda polegajaca na utworzeniu granic migdzyfazowych typu dyfuzyjnego
poprzez wprowadzenie do obszaru migdzyfazowego dodatkowego pierwiastka. Na
podstawie analizy witasciwosci oraz majac na uwadze aspekt aplikacyjny jako pier-
wiastek dodatkowy wybrano miedz.

W pracy opisano badania procesow dyfuzyjnych w uktadzie potréjnym Ag-Ni-Cu
i w uktadzie podwéjnym Ag-Ni, ktére przeprowadzono na prébkach warstwowych.
Prébki warstwowe réznego typu byty badane metoda mikroskopii optycznej, skanin-
gowej mikroskopii elektronowej, mikroanalizy rentgenowskiej z dyspersja dtugosci
fali, mikroanalizy rentgenowskiej z dyspersja energii, spektrometrii mas jonéw wtor-
nych, spektrometrii wstecznego rozpraszania Rutherforda i spektroskopii elektronéw
Augera. W badaniu zastosowano takze metalografi¢ ilosciowa.

Badania witasne obejmowaty réwniez proby wytrzymatosciowe ztacza srebro-nikiel
i srebro-nikiel z dodatkiem miedzi, ktére wykazaty, ze dodatek miedzi ma istotny
wptyw na podwyzszenie wytrzymatosci na rozciaganie ztagcza Ag-Ni. Idea wprowa-
dzenia miedzi do materiatu srebro-nikiel o mikrostrukturze wiéknistej zostata zwery-
fikowana w praktyce technologicznej. Badania aplikacyjne polegaly na wytworzeniu
materiatu Ag-Ni, modyfikowanego miedzia, w postaci drutu, i prébach eksploatacy;j-
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nych tego materiatu, zwigzanych z wytworzeniem naktadek stykowych w warunkach
przemystowych. Przeprowadzono réwniez badania stycznikéw z tymi naktadkami,
obejmujace mi¢dzy innymi okres$lenie przyrostéw temperatury, trwatosci taczeniowej
oraz dorywczej zdolnosci taczenia w warunkach znamionowych mocy taczeniowych
i przy mocach wyzszych od znamionowych.

Przedstawione w pracy wyniki badan potwierdzaja petna przydatnos¢ kompozytu
Ag-Nil0 modyfikowanego miedziag do montazu i eksploatacji w stycznikach produ-
kowanych w Polsce.
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WYROZNIENIA REDAKCJI KWARTALNIKA "MATERIALY
ELEKTRONICZNE"

Kolegium Redakcyjne wydawnictw ITME kontynuujac tradycje, zorganizowato
konkurs na najlepsze artykuty autorstwa pracownikéw ITME, opublikowane
w Materiatach Elektronicznych w 1994 roku. Nagrody przyznano:

I miejsce -

II miejsce -

III miejsce -
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doc. dr hab inz. Henryk Tomaszewski za artykut:

"Wplyw zawartosci tlenu w atmosferze spiekania na przemiang C-T
niestabilizowanych ziaren dwutlenku cyrkonu rozproszonych w ko-
rundowej matrycy" - cze$¢ I-II, opublikowane w "Materiatach Elek-
tronicznych" nr 1, 3 - 1994 rok,

dr Marek Boniecki za artykut:

"Wyznaczanie odporno$ci na pg¢kanie ceramiki korundowej
i korundowo-cyrkonowej metoda wprowadzania kontrolowanych pek-
nie¢ wstepnych wgtebnikiem Vickersa", opublikowany w "Materiatach
Elektronicznych" nr 3 - 1994 rok,

mgr Barbara Surma, mgr Maria Gladysz, mgr Stanistawa
Strzelecka, inz. Malgorzata Mozdzonek za artykut:

"Badania widm absorpcyjnych w pétizolacyjnym arsenku galu", opu-
blikowany w "Materiatach Elektronicznych” nr 2 -1994 rok.



BIULETYN Polskiego Towarzystwa Wzrostu Krysztatéw (PTWK) nr 4

MIEDZYNARODOWA LETNIA SZKOLA WZROSTU I CHARAKTERYZA-
CJI KRYSZTALOW, KRYNICA 4-14 WRZESNIA 1994 r. (International
Summer School on Growth and Charakterization of Crystals)

KOMUNIKAT

Migdzynarodowa Letnia Szkota Wzrostu i Charakteryzacji Krysztatéw (ISSGCC)
odbywata si¢ w dniach 4 -14 wrzesnia 1994 r. w Osrodku Wypoczynkowym “Czarny
Potok” w Krynicy. ISSGCC byta zorganizowana wspélnie przez Wydziat Chemii
Uniwersytetu Jagiellonskiego i Katedre Fizyki Politechniki Lubelskiej w porozumie-
niu z Polskim Towarzystwem Wzrostu Krysztatéw. Szkota byta sponsorowana przez
Komisj¢ Wzrostu i Charakteryzacji Materiatéw przy Miedzynarodowej Unii Krysta-
lograficznej; a takze przez Ministerstwo Edukaciji.

Szkota byta adresowana do szerokiego krggu odbiorcéw ztozonego z badaczy, stu-
dentéw i praktykéw z dziedziny wzrostu krysztatléw, o zréznicowanym poziomie wiedzy
i doswiadczenia. Organizatorom szczeg6lnie zalezato, na uczestnikach z Europy Srodko-
wej i Wschodniej i z Krajéw Trzeciego Swiata, ale mtodzi uczestnicy z innych krajéw
byli réwniez przyjmowani. Po IV Miedzynarodowej Letniej Szkole Wzrostu Krysztatéw
w Suzdalu (dawny ZSRR), byla to pierwsza migdzynarodowa szkota wzrostu i charakte-
ryzacji krysztatéw zorganizowana w krajach dawnego bloku socjalistycznego.

Komitetem Organizacyjnym Szkoty kierowali: prof. S. Hodorowicz (UJ) i prof.
K. Sangwal (Politechnika Lubelska), na czele Migdzynarodowego Komitetu Progra-
mowego stali: prof. H. Klapper, Przewodniczacy Komisji Wzrostu i Charakteryzacji
Materiatéw przy Migdzynarodowej Unii Krystalograficznej i prof. K. Sangwal.

Wszystkie 41 wyktadéw 1-godzinnych zostato przedstawionych przez 18 eksper-
téw z 11 krajéw: Bulgaria (2), Francja (1), Hiszpania (1), Holandia (1),Indie (2),
Japonia (2), Niemcy (3), Polska (3), Rosja (1), Szwajcaria (1) i Wielka Brytania (1).
Tematyka wyktadéw obejmowata praktycznie wszystkie wazniejsze metody wzrostu
i charakteryzacji zaréwno krysztatéw objetosciowych, jak i warstw epitaksjalnych
i dotyczyt szerokiego spektrum materialéw (nieorganiczne, organiczne wraz z lipida-
mi, pétprzewodniki i nadprzewodniki).

Program ISSGCC koncentrowat si¢ na nastgpujacych zagadnieniach:

1 - Podstawy zarodkowania i wzrostu krysztatéw (2 wyktady),

2 - Metody wzrostu pojedyrficzych krysztatéw (7 wyktadéw),

3 - Epitaksja (7 wyktadéw),

4 - Morfologia krysztatéw,

5 - Przyktady proceséw wzrostu krysztaléw w przemysle i w przyrodzie (6 wy-

ktadéw),
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6 - Charakteryzacja krysztatéw (7 wyktadow).

Wyktady miaty charakter dydaktyczny. Spis wyktadowcéw i tematy wyktadéw
podano w zataczniku.

Uzupetnieniem wyktadéw prowadzonych przez wybitnych specjalistéw byto zapro-
szenie uczestnikow do przedstawienia wynikow swoich ostatnich badafn w formie 30
minutowej ustnej prezentacji. Przedstwiono pig¢ takich komunikatéw i dwa wystapie-
nia wyktadowcéw. Jedno z wystapien dotyczylo problemu nieporozumien w rozréznia-
niu miedzy dyslokacja krawedziowa i Srubowa, a drugie fizycznego rozumienia proce-
s6w wytracania, podczas tréjwymiarowego zarodkowania.

Uczestnikéw (bez 0s6b towarzyszacych) byto 29: Czechy (1), Egipt (1), Grecja
(2), Indie (1); Niemcy (2), Polska (16), Rosja (1), Rumunia (1), Stowacja (1),
Ukraina (1), Wegry (2).

Komitet Organizacyjny, korzystajac z réznych Zrédet, przyznat finansowe wspar-
cie, z r6znych Zrédet (granty), ubiegajacym si¢ o to 25 miodym uczestnikom, pokry-
wajac czesciowo lub w catosci koszty pobytu w Szkole. Niestety, wigkszos¢ tych
kandydatéw (szczegdlnie z dawnego Zwiazku Radzieckiego, Bulgarii i Indii) nie
skorzystato z pomocy Komitetu Organizacyjnego z powodu niemoznosci pokrycia
kosztow podrézy.

Podczas trwania Szkoty zostaty zorganizowane wycieczki i imprezy kulturalne:

1 - wycieczka do Zrédet wéd mineralnych o cenionych wiasnosciach terapeutycz-

nych,

2 - wycieczka do osrodka apiterapii w Kamiannej,

3 - splyw Dunajcem,

4 - koncert Zespotu “Slask” w ramach Festiwalu Jana Kiepury.

Uczestnicy i wyktadowcy “ISSGCC” byli zakwaterowani w wygodnych pomie-
szczeniach Osrodka Wypoczynkowego “Czarny Potok”, gdzie znajdowaty si¢ jadal-
nia i sala wykladowa. Przyjemne warunki zakwaterowania, sesji wyktadowych
i positkéw w tym samym budynku, potaczone z pigkna pogoda, stworzyty okazje, by
méc wystuchaé wyktadéw w mitej atmosferze i podyskutowaé w przerwach migdzy
sesjami.

Wszyscy stwierdzali zgodnie, ze Szkota byta duzym sukcesem, jesli wzia¢ pod
uwage organizacje, wybor tematéw programu i lektoréw. Szkoda tylko, ze liczba
uczestnikéw byta mata, cho¢ mogta wynosi¢ nawet 60 oséb.

Zrelacjonowat: prof. K. Sangwal

76 ‘



Biuletyn PTWK

LISTA WYKLADOW I WYKLADOWCOW

INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL ON GROWTH AND CHARACTERIZA-
TION OF CRYSTALS, KRYNICA, 4-14 September 1994 (Migdzynarodowa Letnia
Szkota Wzrostu i Charakteryzacji Krysztatéw)

1.

Characterization of crystals by X-ray diffraction techniques
Prof. J. Auleytner

Institute of Physics Polish Academy of Sciences

Al. Lotnikéw 32/46

02-668 Warsaw, POLAND

. Biocrystallization

Prof. R. Boistelle, CRMC-2, CNRS
Campus Luminy Case 913
13288 Marseille Cedex 9, FRANCE

. Hydrothermal growth of crystals

Prof. K. Byrappa
Mineralogical Institute University of Mysore, Mansagangotri
Mysore 570 006, INDIA

. Crystal growth from the vapour phase

Prof. E. 1. Givargizov

Institute of Crystallography Russian Academy of Sciences
Leninskii Prospekt 59

117 333 Moscov, RUSSIA

. Nucleation and precipitation

Prof. D. Kashchiev

Institute of Physical Chemistry Bulgarian Academy of Sciences
ul. Boncheva 11 :
Sofia 1040, BULGARIA

. Crystal defects and methods of their characterization

Prof. K. Lal, Deputy Director
National Physical Laboratory
Dr K.S. Krishanan Road
New Delhi 110 012, INDIA

. Heat and mass transfer in crystal growth

Prof. G. Miiller

Institut fiir Werkstoffwissenschaften Universitit Erlangen
Martensstr. 7

D-91058 Erlangen, GERMANY
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10.

K.

12.

13.

14.
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Crystal growth theories

Prof. Ch. Nanev

Institute of Physical Chemistry Bulgarian Academy of Sciences
ul. Boncheva 11

Sofia 1113, BULGARIA

. Molecular beam epitaxy: principles and techniques

Prof. T. Nishinaga

Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering
University of Tokyo

7-3-1 Hongo, Bunkyu-ku

Tokyo 113, JAPAN

Growth of large single crystals by physical vapour transport
Dr M. Piechotka

Laboratorium fiir Festkorperphysik ETH

8093 Zurich, SWITZERLAND

Crystal growth in materials science and nature

Prof. R. Rodriguez-Clemente

Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona, CSIC Campus UAB
08193 Bellaterra, ESPANYA

Low-temperature solution growth; Characterization of crystals by chemical etching
Prof. K. Sangwal

Department of Physics

Technical University of Lublin

Nadbystrzycka 38

20-618 Lublin, POLAND

Polymorphic transformations and crystal growth

Prof. K. Sato

Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
Shintami, Saijo-cho

Higashi-Hiroshima 724, JAPAN

Growth and characterization of organic crystals

Dr G. Simpson (with P.J. Halfpenny and J.N. Sherwood)
Department of Pure and Applied Chemistry

University of Strathclyde .

295 Cathedral Street

Glasgow G1 1XL, UK
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15.

16.

17.

18.

Characterization of crystals by electron microscopy
Prof. H.P. Strunk

Institut fiir Werkstoffwissenschaften

Universitit Erlangen-Niirnberg

Cauerstr. 6

D - 91058 Erlangen, GERMANY
High-temperature solution growth

Prof. W. Tolksdorf

Hogenweg 3

63691 Ranstadt, GERMANY

Morphology of crystals

Prof. C.F. Woensdregt

Laboratory of Crystal Growth, Institute of Earth Sciences
Utrecht University

P.O. Box 80.021

3508 TA Utrecht, THE NETHERLANDS
Growth of semiconductors from the liquid phase
Dr Z.R. Zytkiewicz

Institute of Physics, Polish Academy of Sciences
Al. Lotnikéw 32/46

02-668 Warsaw, POLAND

Additional lecture Dissolution form of garnets,

Prof. E. Hartmann

Research Institute for Crystal Physics
Hungarian Academy of Science
Budaorsi ut. 45 10

H-112 Budapest, HUNGARY

79



Biuletyn PTWK

SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA ZARZADU PTWK, KTORE ODBYL.O
SIE W LUBLINIE W DNIU 07.11.1994 r.

W zebraniu Zarzadu PTWK uczestniczyli:
. Prof. S.Hodorowicz - Prezes

—

2. Prof. A.Pajaczkowska - przedstawiciel PTWK w Migdzynarodowej Organi-
zacji Wzrostu Krysztatéw

3. Prof. M.Herman - V-ce Prezes

4. Prof. T.Lukasiewicz - V-ce sekretarz

5. Prof. K.Sangwal - Sekretarz

6. Dr J.M.Olchowik - Skarbnik.

Zebranie rozpoczat prof. S.Hodorowicz. Porzadek spotkania byt nastgpujacy:
. Sprawozdanie z ISSGCC,
. Materiaty z ISSGCC,
. Organizacja IV Konferencji PTWK,
. Konkurs logo PTWK,
PTWK Newsletter,
. Wolne wnioski.

Odnoszac si¢ do pkt.1 glos zabrat prof. K.Sangwal, ktéry oméwit niedawno
zakoficzong Szkote ISSGCC w Krynicy Goérskiej (Komunikat w zataczeniu). Prof.
S.Hodorowicz wyrazit podzigkowanie prof. K.Sangwalowi za jej organizacj¢. Zebra-
ni podkreslili wysoki poziom merytoryczny Szkoty, skrytykowali jednakze organiza-
cje uczestnictwa - czasokres, koszty, zawezenie informacji o Szkole do krajéw
bytego bloku wschodniego, brak zainteresowania Szkota osrodkéw krajowych (w
tym 16dzkiego). Zebrani, na wniosek prof. M.Hermana zaakceptowali nazwe przy-
szlej szkoty jako: International Workshop on Crystal Growth - ze wzgledu na konku-
rencyjnos$¢ innych imprez podobnego typu.

Odnoszac si¢ do pkt.2 - prof. S.Hodorowicz zaproponowat zamieszczenie spra-
wozdania z ISSGCC w wydawanym przez ITME czasopi§mie “Materiaty Elektro-
niczne, czego podjat si¢ doc. T. Lukasiewicz.

Odnoszac si¢ do pkt.3 - ustalono, ze IV (III Konferencja odbyta si¢ w dniach
11-13.05.1994 r. na terenie IF PAN w Warszawie, zorganizowana przez ITME i IF
PAN) Konferencja PTWK odbedzie si¢ na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellon-
skiego, w dniach 22-24 maja 1995 r., a jej organizacja zajmie si¢ prof. S.Hodorowicz.
Prof. M.Herman zaproponowat, aby Zarzad Gtéwny PTWK stanowil jednocze$nie
Komitet Programowy Konferencji. Réwniez prof. M.Herman zaproponowat by zwréci¢
si¢ do prof. K. Lukaszewicza z INTiBS we Wroctawiu z propozycja wygloszenie
referatu im. J. Czochralskiego. Ponadto zaproponowano zaproszenie do wygtoszenia
referatéw plenarnych: prof. K.Benza, prof. Hischizawe i prof. Mycielskiego. Ustalo-

80



Biuletyn PTWK

no termin zgtaszania referatéw do dnia 30 kwietnia 1995 r.

Odnoszac si¢ do pkt.4 porzadku zebrania zaakceptowano przedstawiong przez
prof. M. Hermana propozycj¢ znaku graficznego PTWK wprowadzajac drobne po-
prawki zgtoszone w dyskusji.

W pkt.5 uwzgledniajac sugestie prof. A. Pajaczkowskiej i doc. T. Lukasiewicza
przyjeto, ze informacje dotyczace PTWK beda drukowane w wydawanym przez
ITME czasopismie "Materialy Elektroniczne™ w czgsci pt.: "Biuletyn Polskiego To-
warzystwa Wzrostu Krysztatéw (PTWK).

W koriczacych spotkanie wolnych wnioskach prof. A. Pajaczkowska oméwita
sprawe uczestnictwa PTWK w Euro Cryst. Jako osob¢ odpowiedzialng za kontakty
z ta organizacja zaproponowano prof. Sylwestra Porowskiego.

Notatke sporzadzit dr J.M.Olchowik

EURO - CRYST

Powotanie Europejskiego Centrum Naukowego i Technologicznego dla Wzrostu Kry-
sztatéw i Ich Charakteryzacji jest inicjatywa austriacka. Inicjatywa ta dotyczy roz-
wigzywania probleméw krystalizacji materialéw szczeg6lnie istotnych dla zastoso-
wan i waznych z punktu widzenia proceséw wzrostu. Badania nad krystalizacja maja
by¢ powiazane z charakteryzacja krysztatléw t.j. z wlasnosciami, defektami struktu-
ralnymi i sktadem chemicznym.

Obecnie zbierane sa materiaty dotyczace zainteresowari poszczegélnych osrod-
koéw europejskich, ustala si¢ sktad migdzynarodowych komitetéw, dyskutuje si¢ nad
wyborem miejsca lokalizacji (proponowane sa trzy lokalizacje na terenie Austrii).

Autorzy planuja pokrycie kosztéw budowy i wyposazenia centrum przez: wiadze
Austrii, Uni¢ Europejska i przemyst.

Planowne koszty:

koszty budowy centrum 60 - 100 mil. ECU
wyposazenie 120 - 200 mil. ECU
roczny koszt z utrzymaniem

personelu 45 -55 mil ECU

Autorem inicjatywy jest Prof.dr A.Preisinger (Austria) i Prof.dr A.W.Witt (USA/
Austria).

Przewodniczacym Europejskiego Komitetu Doradczego jest Prof.dr G.Muller.
Reprezentantem Polski w tym komitecie jest Prof.dr S.Porowski, ktéry uzyskat po-
parcie Polskiego Towarzystwa Wzrostu Krysztaléw. Ostatnie posiedzenie Komitetu
odbylo si¢ we wrzesniu 1994 r.
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BIULETYN Polskiego Towarzystwa Materialéow Kompozytowych
(PTMK) nr 1

INFORMACJA NA TEMAT POWSTANIA POLSKIEGO
TOWARZYSTWA MATERIALOW KOMPOZYTOWYCH

W dniu 18.02.1994 r. w Czgstochowie odbyl si¢ I Walny Zjazd Zatozycielski
delegatéw Polskiego Towarzystwa Materialbw Kompozytowych (PTMK). Celem
PTMK jest krzewienie wiedzy o materiatach i popieranie rozwoju materialéw kom-
pozytowych oraz wspétdziatanie w ich rozpowszechnianiu. PTMK organizowa¢ be-
dzie m.in. sympozja, zjazdy, odczyty i konferencje, a takze wspétpracowaé z innymi
stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi o tych samych lub zblizonych celach
dziatania.

PTMK dzieli si¢ na trzy sekcje:

1. Kompozytéw Metalowych,

2. Kompozytéw Polimerowych,

3. Kompozytéw Ceramicznych,

Do PTMK nalezy obecnie 120 oséb.

Do wiadz PTMK wybrano:
1. Prof. dr hab. inz. Janusza Braszczynskiego - przewodniczacy PTMK,

2. Prof. dr hab. inz. J6zefa Suchego - przewodniczacy Sekcji Kom-
pozytéw Metalowych,

3. Prof. dr hab. inz. Izabel¢ Hyla - przewodniczacy Sekcji Kom-
pozytéw Polimerowych,

4. Dr inz. Katarzyng Pietrzak - przewodniczacy Sekcji Kom-

pozytéw Ceramicznych.

Redakcja kwartalnika "Materiaty Elektroniczne" informujac o powstaniu PTMK
zaprasza zainteresowanych, a zwlaszcza czlonkéw Sekcji Kompozytéw Ceramicz-
nych na swoje tamy. Zwracamy si¢ z prosba o wspéiprace do tych wszystkich
autoréw, ktérzy swoje zainteresowania naukowe i inzynierskie koncentruja w obsza-
rze badan i zastosowan nowoczesnych materialéw ceramiczno-metalowych, spajania
tych materiatéw, a takze objetosciowych kompozytéw ceramika-metal. Podkre§lamy,
ze materialy ceramiczno-metalowe niezaleznie od ich formy i postaci to materiaty
fascynujace, o wielkiej przysztosci. Piszcie do nas - zapraszamy.

Redakcja



Wskazowki dla autorow

1. Redakcja czasopisma “Materiaty Elektroniczne” prosi = autoréw o nadsytanie artykutéw
zapisanych na nos$nikach magnetycznych (dyskietki- zwracane po skopiowaniu) w formatach:

Tekst (edytory tekstu) Grafika
Page Maker 5.0/4.0, Word for windows 1.2-2.0, PCX, TIF, PLT, CGM,
Word Perfect 5.0/5.1, Ami Pro 1.2b-3.0, TAG, EPS, DXF, BMP, WMF,

RTF (rich text format) i inne po uzgodnieniu z redakcja. XLS, PIC, XLC, WPG.

Grafika i tekst powinny znajdowaé si¢ w odddzielnych plikach, kazdy rysunek w innym.
Pliki moga by¢ poddane kompresji np.: ZIP, ARJ, ARC.

2. Artykut powinien by¢ wydrukowany czcionka o wysokosci 12 punktéw typograficznych,
na papierze formatu A4, jednostronnie, z marginesem 3.5 cm z lewej i 1 cm z prawej strony,
z podwdjng interlinig, w jednym egzemplarzu. Wszystkie stronice powinny by¢ numerowane.

3. Objetos¢ artykutu nie powinna przekracza¢ 15 stron maszynopisu tacznie z rysunkami,
tabelami i bibliografia.

4. Na marginesie tekstu nalezy zaznaczy¢ miejsca, w ktérych powinny by¢ umieszczone:
réwnania, rysunki, tabele i itp.

5. Do artykutu powinny by¢ dotaczone (réwniez na dyskietce) streszczenia, w jezykach
polskim, angielskim i rosyjskim, nie przekraczajace 200 stéw. Tytut artykutu winien by¢ réw-
niez przettumaczony na te jezyki.

6. Na pierwszej stronie artykutu powinny znajdowac si¢ nastgpujace elementy: z lewej stro-
ny u gory artykutu tytut naukowy, petlne imi¢ (imiona), nazwisko(a) autora(6w), nazwa miejsca
pracy (zaktadu, pracowni), adres pocztowy. Na §rodku stronicy maszynopisu - tytut artykutu.

7. Rysunki i inne elementy graficzne:

7.1. Na odwrocie rysunku lub fotografii nalezy podaw¢ ich numer, nazwisko autora,
pierwszy wyraz tytutu artykutu i nazwe pliku z zataczonej dyskietki.

7.2. Podpisy do rysunkéw, fotografii oraz bibliografi¢ nalezy umieszczaé¢ na oddziel-
nych stronicach, po tekscie.

7.3. U géry kazdej tablicy nalezy poda¢ numer i tytul objasniajacy.

7.4. W przypadku rysunkéw, wzoréw, tablic nie bedacych oryginalnym dorobkiem au-
tora(6w) nalezy zacytowaé Zrédto, umieszczajac je w bibliografii.

7.5. Wzory nalezy numerowaé kolejno cyframi arabskimi.

7.6. Przyjmuje sig, ze zataczone zdjgcia i rysunki stanowiag wzorzec jakosci dla ilustracji.

8. Pozycje bibliografii nalezy podawa¢ w nawiasach kwadratowych, w kolejnosci - wy-
stgpujacej w tekscie.

Dla ksiazki nalezy wymieni¢ nazwisko(a) autora(éw), inicjaty imion, peiny tytut, nazwe
miejsce wydania, nazwe wydawcy, rok, stronice np.: [1] Librant Z.: Ceramika konstrukcyjna
w zastosowaniach elektronicznych. Warszawa: WNT 1991,126 s.

Dla artykulu nalezy wymieni¢ nazwisko(a) autora(6w), inicjaty imion, tytut artykutu, tytut
czasopisma, tom, rok, numer, stronice np.: [2] Kamiriski P., Strupifiski W., Roszkiewicz K.:
Effect of substrate temperature on the concentration of point defets in vapour phase epitaxial
GaP:N,S. Journal of Crystal Growth. 108,1991, 3/4, 699-709

9. Stownictwo techniczne, jednostki miar, skréty najwazniejszych oznaczen wielko$ci we wzorach
muszg by¢ zgodne z terminologia przyjeta przez Polskie Normy i Migdzynarodowy Uktad Miar (SI).

10. Nazwy fonetyczne liter greckich lub innych oznaczefi nalezy podawaé w lewym marginesie.

11. Autora obowiazuje wykonanie korekty autorskie;j.



INSTYTUT TECHNOLOGII _
MATERIALOW ELEKTRONICZNYCH
i ul. Wélczynska 133, 01-919 Warszawa

tel.: (4822)349003, fax: (4822)349003 g

f \

Przedmiotem dziatania Instytutu Technologii Materialéw Elektronicznych |est |
prowadzenie badarn navkewych i prac badawczo-rozwojowych w zakresie |
inzynierii materialowej, elektroniki i fizyki ciata stalego, a w szczegélnosci
technologii otrzymywania nowoczesnych materiaftéw, ich obrébki, miernictwa
oraz efektywnego wykorzystywania w gospodarce oraz przystosowywanie

wynikéw badat i prac do wdrozen w praktyce.

Dziatalnoéé Instytutu Technologii Materiatéw Elektronicznych skupia sie
w dwéch obszarach: w pracach badawczo-rozwojowych i matoseryjnej
produkcji materiatéw dla elektroniki, telekomunikacii, energetyki, rolnictwa
I medycyny, oraz w pracach badawczo-rozwojowych nad elementami
elekfronicznymi, wytwarzanymi z tych materiatéw

Materiatami, na ktérych koncentruje sie dzialalnoéé ITME sa materialy
pbiprzewodnikowe monokrystaliczne i warstwy epitaksialne (Si, GaAs, GaAsP, GaP
InP), materialy elektrooptyczne i piezoelekiryczne (YAG, CaF,, LiINbO,, LiTaO,, kwarc),
podloza do nadprzewodnikéw wysokotemperaturowych (SrLaAlO SrlaGeO, )
materiaty ceramiczne (na bazie ALQ, i Zr0,), szkla optyczne i techniczne,
$wiattowody, obrazowody, materialy kompozytowe, pasty (przewodzace, izolujace
i oporowe], czyste metale, zwiqzki nieorganiczne i rozpuszczalniki

W ramach badar aplikacyjnych opracowywane sa w [TME: pétprzewodnikowe
przyrzady mikrofalowe (franzystory MESFET, diedy Schottky’eqo), mikrofalowe
monolityczne uktady scalone, Zi/hry z akustyczng falg powierzchniowq

Instytut Technologii Materialéw Elektronicznych wydaje dwa czasopisma
naukowe: kwartalnik “Materiaty Elektroniczne”, w ktérym publikowane sq o tykuty
dotyczqce zakresu dziatania Instytutu, “Prace ITME” zawierajqce monografie,
rozprawy doktorskie i hobilitocyine, oraz wydownirfwo informacy]ne
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